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Sorularin tiimii yanitlanacaktir. Siire 90 dakikadir. Kendi kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz.
Puanlama: 1 (35), 2 (35), 3 (30). Sorulardaki MOS transistorlar i¢in Vrn = 0.8V, V1p =-0.8V, kn'=
2kp'= 24nAIV?, A= 0.01V1, Ap = 0.02 V-Yolarak verilmistir.

1-Sekil-1’deki CMOS islemsel kuvvetlendiricide transistor boyutlari(W/L): = (W/L), = 10, (W/L)3 =
(W/L)4=1, (WIL)s = (W/L)s = 3, (WI/L)s = 5olarak verilmistir. Devrenin lg ortak kutuplama akimi Ig =
50pA almacaktir. Devre frekans yaniti tek kutuplu diigme gosterecek bicimde kompanze edilmistir ve
bunun i¢in Cc =2pF olarak belirlenmistir.

NMOS ve PMOS transistorlarin temel biiyiikliiklerine iliskin toleranslar :

AV =AV1p = £2.5mV, A(W/L)1-2/(W/L)1-2, A(W/L)3.4/(W/L)3.4= %2

oOlaraksaptanmustir.

a-Rastgele dengesizlikten ileri gelecek Vos dengesizlik gerilimini hesaplayiniz.

b- Sistematik dengesizlik olmamasi i¢in T7 transistorunun (W/L)7 boyut orani ne olmalidir? Ir akiminin
degerini hesaplayiniz.

c- Ortak igareti zayiflatma oranini hesaplayiniz.

d- Birim kazang bant genisligini bulunuz. Yiikselme egimini hesaplayiniz.

2- CMOS OTA yapilan kullanilarak Sekil-2a’da verilen birim kazangl algak gegiren aktif OTA-C
siizgeci gerceklestirilecektir. Stizgecin akort frekansi fp= 3.5MHz, deger katsayis1t Qp = 1, C1=25 pF
alinacak ve devredeki OTA’larin egimleri esit olacaktir.

a- OTA’larin (Gm) egimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz, C, kapasitesinin degerini
hesaplayimiz.

b- OTA-C aktif siizgeci Sekil-2b’deki CMOS simetrik OTA ile ger¢eklestiriliyor. OTA’nin yiikselme
egiminin en kotii durumda SR > 5V/usn olmasi isteniyor. (W/L); =(W/L)s=1, (W/L); = (W/L)s = 3,
(W/L)s = (W/L)s = 4 olarak verilmistir. Giris transistorlarinin (W/L); oranini ve Ia kutuplama akimini
bulunuz.

c- Tk kat kazancin1 hesaplayniz.

3- Sekildeki band arahigi referansi devresinde T, tranzistorunun A, emetor kesit alani T,
tranzistorunun A; emetor kesit alanmin K katidir.
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a. (kT/q) =26 mV, K =2, T) tranzistoru i¢in ters doyma akimi Is; = 1075A, (W/L); = (W/L)4, A =
1/3 olarak verilmistir.  dVge/dT =-2.5mV/°C, oV1/oT = 0.085mV/°C dir. Tg tranzistorunun
akiminin 200uA olmasi istenmektedir. Ry ve R, direncleri nasil se¢ilmelidir?

b. Oda sicakhginda Vof gerilimi hangi degeri alir? Hesaplaymniz.
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